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Основными требованиями при разработке и изготовлении различных приборов из объёмных полупроводников и их эпитаксиальных слоев являются их структурное совершенство, химическая чистота, малое содержание примесей и низкая плотность дефектов и дислокаций. Это требование весьма существенно  для эпитаксиальных слоев полупроводниковых соединений А3В5, полученных на основе Si и Ge [1-4]. 

В данной работе исследованы и проанализированы электрические свойства гетероэпитаксиальных структур GaP/Si и GaAs/Si для двух случаев: когда плоскость p-n-перехода совпадает с гетеропереходом и когда p-n-переход не совпадает с гетеропереходом, а встроен в глубь эпитаксиального слоя. При этом на электрические свойства p-n-структур большое влияние оказывают различия параметров кристаллических структур кремниевой подложки и эпитаксиального слоя.

Изучение электрических характеристик гетероструктурных полупроводниковых диодов p-n-GaP/n-Si и p-n-GaAs/n-Si, полученных на кремниевой основе в одинаковых условиях в разное время, даже спустя несколько десятилетий позволяет исследовать временную стабильность (деградацию) электрических свойств, что является одним из основных свойств этих гетероструктур. 
Исследуемые образцы p-n-GaP/n-Si были получены методом газофазной эпитаксии в открытой хлорной системе Ga(GaP)-PCl3-H2. 
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Рис. 1. На рисунке показаны прямые ветви вольт-амперных характеристик структуры    p-n-GaP/n-Si и для сравнения структуры (GaP/n-Si), измеренные при комнатной температуре в разное время (через 30 лет) в полулогарифмическом масштабе (а) (S=1,2 мм2), (б) (S=2,55 мм2). Как видно из результатов исследования вольт-амперных характеристик в этих структурах дегредация практически не происходит, т.е. параметры со временем не меняются.
Для получения исследованных гетероструктур сначала на n-Si подложке выращивали гетероэпитаксиальную структуру n-GaP, на втором технологическом процессе на поверхности n-GaP/n-Si гетероструктуры выращивают p-GaP эпитаксиальный слой. Толщина n-GaP эпитаксиального слоя, полученного на основе кремния dn ≈ 2-5 mkm, чтобы во время эпитаксии концентрация основных носителей заряда была n =1-3.1017 см-3 , добавляется примесь теллура. Используя тот же метод и похожие требования на поверхности гетероэпитаксиального слоя n-GaP/n-Si и n-GaP пластинке выращивается p-GaP эпитаксиальный слой с добавлением цинка. Для изучения влияния кремниевой основы на структуру p-n-GaP измеряли электрические свойства основы и контрольной структуры при комнатной температуре (300 K) и температуре жидкого азота (77 K), при одинаковых плотностях прямого и обратного тока.
Значительное снижение относительного сопротивления структур p-n-GaP/n-Si при температуре азота позволяет изучать механизм прохождения тока через p-n-переход GaP непосредственно путем измерения характеристики I-U p-n перехода. Большая величина избыточного туннельного тока в исследуемых структурах и повторение этого механизма в различных структурах обусловлены туннелированием носителей заряда вдоль дислокаций в объемном слое заряда, что позволяет изучать систему энергетических уровней в области объемного заряда этих структурах.  
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